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圖 1係習知之單行 SRAM電路；圖 2顯示位元線漏電流之電壓差異比較；圖 3顯示本發
明之去除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路之原理示意圖；圖 4係本發明一實施例之去
除靜態隨機存取記憶體漏電流影響之電路示意圖；圖 5(a)顯示本發明去除靜態隨機存取記憶
體漏電流影響之運作階段之訊號波形圖；圖 5(b)係本發明去除靜態隨機存取記憶體漏電流影
響之電路之開關控制訊號之波形圖；圖 6(a)、6(b)及 6(c)例示本發明去除靜態隨機存取記憶體
漏電流影響之運作方式；以及圖 7係本發明與傳統方式關於位元線漏電流與存取時間之關係
圖。
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